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Transoptor szczelinowy CQ09B1’ 3kłada się z diody elcktrólumi—. 
nesćencyjnej z arsenku calu oraz fototranzystora krzemowego, 
umieszczonych w obudowie* która umożliwia mechaniczny modula­
cję sygnału wyjściowego przy użyciu taśm lub’kart perforowa­
nych lub ruohomyoh ozęśoi mechanizmów* Obudowa jest wykonana 
z tworzyWa sztuoznego jl ma standardowy układ wyprowadzeń. 
Transoptory szozelinowe stosuje się w układaoh automatyki, 
sygnalizacji i zabezpieozeń, np. jako wyłączniki krańcowe 
lub czujniki otworów, znaków, położenia włókien i drutów, po­
ziomu’ cieczy itp.
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DOPUSZCZALNE 'PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prąd przewodzenia DEL
Napięcie wsteczne DEL
Napięcie lcolektor-emiter 
fototranzystora
Moo "strat fototranzystora
Zakres temperatury otoczenia 
w.czasie pracy
Zakres temperatury 
przechowywania

I™ = 35 niA 
%  >  3 V .

UCE = 15 V • 
Ptot = 50 mW .
-40.... +.55 °C 

-40 ... +70°C 

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (tamt) = 25°C)

Nazwa para­
metru

symbol

Prąd wsteozny 
DŻL
Napięcie prze­
wodzenia DEL
Prąd ciemny 
fototranzysto­
ra
Prąd fotoelek- 
tryczny

Częstotliwość
graniczna

Czas narastania 
impulsu wyjścio­
wego

lR
U-F •

LCE0

Jedno­
stka

/
y

uA

uA

mA

kHz

/us

Wartość
typowa

0,1

1,25

0,02

1

80
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AL. Lotników 32/46
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Telex 815647
Tel. 435401

Warunki pomiaru

UR . 3 V 

Ij. = 35 mA

UCE — 15 V

UCŁ = 5 V
h = 35 mii.

UCC = 5 V
h . = 1 mA
r l = 100Q

° c c s 5 V
Jp = 1 mA

= 100D
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